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大容量データを扱う AI の普及とともに、Flash メモリでは賄えない高速アクセス・大容量の不
揮発性メモリとして、ストレージクラスメモリ 1 と呼ばれる市場の拡大が進んでいる。その中で

X-point構造をもつ相変化メモリ(Phase-change memory, PCM)が 2018年に市場に投入され、ストレ
ージクラスメモリの地位を不動のものとした 2。相変化メモリは 1990年代後半に、書き換え型光
ディスク(DVD-RAM, DVD-RW等)として実用化され、ここで使われた GeSbTe合金がそのまま相
変化 X-point メモリにも引き継がれている。したがって GeSbTe 合金の耐熱・耐久性は過去 20 年
以上にわたる光ディスク商品によって実証済みである。GeSbTe合金の中で最も普及している組成
は Ge2Sb2Te5であり、旧松下電器産業（現パナソニック）の山田昇らが 1989年に開発した国産材
料であることを忘れてはならない 3。発明以来、Ge2Sb2Te5組成が 30年にわたって光メモリのみな
らず電気メモリにも利用されていること自体が驚きであるが、この組成の結晶-アモルファス相転
移に関する物理は、応物学会のみならずMRSなどの海外の学会においても延々と議論されてきた
ことも驚きである。GeTeと Sb2Te3からなる共晶組成が如何に安定で、かつ大きな抵抗変化と屈折

率変化を発生できるのか、各年代の最新の解析装置と第一原理計算を駆使しても議論が尽きない

ホット・トピックスである。また 2011年には Ge2Sb2Te5からなる一部の合金相(Petrov相)がトポロ
ジカル絶縁体であることが予想され 4、さらには GeTe層と Sb2Te3層を積層した超格子構造が、Ge
原子の配置の違いによってディラック半金属にもワイル半金属にもなることも確認された 5。ワイ

ル相からなる GeTe/Sb2Te3超格子構造が実際に作製できるようになり、スピン流を室温で伝搬でき

ることも分かってきた 6。GeSbTe 合金の特異稀な物性は、実は眠っている大きなスピン軌道相互
作用や対称性に由来するトポロジカルな特性に支えられているのかもしれない。製品性能の裏に

隠された物理が顔を出したなら、応用物理の役割として、光ディスクや相変化メモリから本来発

揮できる機能としての新しい物性を目覚めさせようではないか？ これが著者からの提案である。 
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